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【背景・目的】 

Sr2VO4は二つの異なった結晶構造(K2NiF4型、斜

方晶)を取ることが知られている。斜方晶Sr2VO4は、

磁化率の温度依存性が典型的なスピンギャップの

振る舞いを示し,これは S=1/2であるV
4+がダイマー

を組んでスピンシングレットになるためであると

考えられている[1][2]。本研究では,スピンシングレ

ットを形成している Vサイトを,遷移金属(T=Ti, Cr, 

Nb)で置換した単結晶試料 Sr2V1-xTxO4 を作製し,物

性がどのように変化するかを調べた。 

【実験方法】 

 SrO,V2O3,TiO2,Cr2O3,Nb2O5をSrとV+Tの比率が

2:1 になるよう混合し，FZ法によって単結晶試料を

作製した。作製条件は Ar+H2 7%ガス還元雰囲気で，

結晶の育成速度を 8.0mm/h とした。結晶軸を背面

ラウエ法により決定し，磁化率の測定を行なった。

Nb をドープした試料については,電気抵抗率の測

定も行った。 

【実験結果・考察】 

 磁化率の温度依存性の結果を図 1,2 に示す。これ

らの結果を以下の Bleany-Bowsers の式でフィッテイ

ングした。 

χ = (
𝑁𝐴𝑔2𝜇𝐵

2

𝑘𝐵𝑇
 ) [3 + exp (

𝐽

𝑘𝐵𝑇
)]

−1

+
𝐶

𝑇 − 𝜃
+ 𝜒0 

フィッテイングにより得た J は,全ての試料で 100K

程度となりほぼ一定であった。また,x の増加に伴い

g因子は減少し Curie 定数 Cは増加した。この結果か

ら,ドーピングによって V
4+ダイマーが壊れて,スピン

が復活していることがわかった。a軸方向の電気抵抗

率の温度依存性を図 3に示す。Nbドーピングに伴い,

抵抗率が大きく減少していることがわかる。このこ

とは、Nb
3+あるいは Nb

5+ドーピングによって Vサイ

トにキャリアがドープされていることを示唆する。 
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図 1. Sr2V1-xTixO4の磁化率の温度依存性 

図 2. Sr2V1-xNbxO4の磁化率の温度依存性 

図 3. a 軸方向の電気抵抗率の温度依存性 
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